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ANOTACE 

Předkládaná práce se zabývá vlivem arsenu na termoelektrické vlastnosti 

polykrystalické sloučeniny SnSe dotované arsenem. Byla připravena řada vzorků o složení 

SnSe1-xAsx, kde x = 0; 0,0025; 0,005; 0,0075; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,06; 0,08. Na těchto 

vzorcích byla ověřena fázová čistota a stanoveny mřížkové parametry pomocí rentgenové 

difrakční analýzy. Dále byla změřena jejich měrná elektrická vodivost, Seebeckův koeficient a 

tepelná vodivost v rozmezí teplot 300 – 725 K. z naměřených dat byl vypočten parametr 

termoelektrické účinnosti ZT. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Selenid cínatý, dotování, termoelektrické vlastnosti, transportní vlastnosti, polykrystal 

TITLE 

Study of the effect of arsenic on the transport and thermoelectric properties of tin selenide. 

ANNOTATION 

This thesis deals with the influence of arsenic on the thermoelectric properties of 

polycrystalline SnSe. Several samples of the SnSe1-xAsx system were prepared, where 

x = 0; 0.0025; 0.005; 0.0075; 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.06; 0.08. These samples were tested for 

phase purity and grid parameters by X-ray diffraction analysis. Furthermore, their specific 

electrical conductivity, Seebeck coefficient and thermal conductivity were measured over the 

temperature range of 300 - 725 K. Figure of merit ZT was calculated from obtained data. 
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0. ÚVOD 

Světová poptávka po energii způsobuje eskalaci sociálních a politických nepokojů. 

Podobně je to i s vlivem na životní prostředí a změnami klimatu v důsledku spalování fosilních 

paliv. Jedním ze způsobů, jak zlepšit udržitelnost energetických zdrojů je skrze zachycování 

odpadního tepla a jeho převod na elektřinu pomocí termoelektrických generátorů. [1] 

Přímá přeměna mezi teplem a elektřinou založená na termoelektrických jevech je již 

dlouhou dobou předmětem zájmu materiálového inženýrství. Již víc, než půl století probíhá 

teoretický a experimentální výzkum za účelem porozumění souvislostem mezi mikrostrukturou 

a termoelektrickými (TE) vlastnostmi materiálů s hlavním cílem optimalizovat TE vlastnosti 

stávajících materiálů a zvýšit tak jejich účinnost. [2] Další neméně rozsáhlá výzkumná činnost 

probíhá v oblasti nalezení nových materiálů s výraznými TE vlastnostmi. 

Termoelektrická zařízení využívají technologii přeměny energie šetrnou k životnímu 

prostředí, jsou malá, bez jakýchkoli znečišťujících látek a použitelná v širokém rozsahu teplot. 

Nicméně, účinnost termoelektrických generátorů není tak vysoká, aby tato technologie mohla 

být používána v průmyslovém měřítku.  

K porovnání účinnosti materiálů vhodných pro TE aplikace se používá bezrozměrná 

veličina, tzv. parametr termoelektrické účinnosti ZT, který je definován vztahem: 

𝑍𝑇 = 𝛼2𝑇/ 𝜅, kde 𝛼 je Seebeckův koeficient,  je měrná elektrická vodivost, 𝜅 celková 

tepelná vodivost a 𝑇 je termodynamická teplota. Z výše uvedeného vztahu je patrné, že 

abychom získali vysokou hodnotu parametru ZT, musí být hodnoty jak Seebeckova koeficientu, 

tak i elektrické vodivosti co nejvyšší, a naopak hodnota tepelné vodivosti co nejnižší. [3] 

Všechny veličiny charakterizující parametr ZT ( ;  𝛼 𝑖 𝜅) jsou vzájemně spjaty. Například 

vyšší elektrická vodivost spjatá s růstem koncentrace volných nositelů proudu (VNP) zákonitě 

souvisí s poklesem Seebeckova koeficientu, a podobně.  

Termoelektrické materiály nacházejí praktického využití například jako termoelektrické 

generátory založeny na Seebeckově jevu nebo jako chladící zařízení, které jsou založeny na 

Peltierově jevu. Na obrázku 1 lze vidět schéma termoelektrického generátoru/ chladiče. [4] 
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V rámci mé diplomové práce byla připravena řada vzorků SnSe1-xAsx 

(x = 0; 0,0025; 0,005; 0,0075; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,06 a 0,08). Připravené vzorky byly 

charakterizovány pomocí RTG difrakční analýzy, měřením elektrické vodivosti, Seebeckova 

koeficientu a tepelné vodivosti. Cílem mé práce je posoudit vliv zabudování arsenu do matrice 

SnSe a vliv dopantu na termoelektrické vlastnosti výchozího materiálu. 

  

Obrázek 1: Schéma termoelektrického generátoru/ chladiče. Převzato z [4]. 


